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Zpisob vyroby tenkych vrstev
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Vyndlez se tykd zplsobu vyroby tenkych vrstev na plochém
substratu, zejména pro tenkovrstvé hybridni integrované obvody.

Dosud se vytvd¥reji izoladni vrstvy na bdzi kysliéniku tan-
talu tek, Ze po vakuovém naprddent vrstvy/e - tantalu na substri-'
ty se tyto vyjmou 2z vakuové apsratury a vloZi se do pece, kde
p¥i teplotd 5¢d°C dojde k pretvoreni vrstvy 4 - tantalu na kyslié-
nikovou vrstvu. Nevyhodou tohoto zplisobu je, Z%e preruduje vakuo-
vy cykl, kde po tepelném okyslideni se museji substréty opatiené
vrstvou na bdzi kysliéniku tantalu op&t vloZit do vakuové apara-
tury pro napréSeni odporovych, n¥ipadnd daldich vrstév. P¥i tom-
to zpusobu dochdzi v 'disledku neiméné dvoucyklového pracovniho
postupu daného opakovanymi derpacimi, temperadnimi a chladiecfimi
Casy k zmalnym ztrédtdm jak strojniho dasu, tak Zasu obsluhy,
dakoZ 1 k v&t8( spotPeb® elektrické energie.

Vy8e uvedené nedostatky odstraﬁuje podle tohoto vyndlezu
zpusob vyroby tenkych vrstev na plochém substrdtu, zejména oro
tenkovrstvé hybridni integrované obvody s pou?itim napradovact
vakuové aparatury,‘kde zékladni krok tvor{ reaktivni napraBovéni
kysliéniku tantalu, nebo titanu, nebo Jjejich kombinacf v atmosfé-
Te ergonu a kysliku. Podstata vyndlezu spod{véd v tom, %e po vy-
tvoreni kysliénikevé izoladéni vrstvy se ugavie p¥ivod kysliku
do napradovaci vakuové aparatury, do které se bezprostPednsd
potom poudti dusik a v atmosféte argonu a2 dusiku se na kyslid-
nikovou izoladni vrstvu naprasuje po dobu 1 aZ 5 minut odporové
vrstva jednoho materidlu ze skupiny meteridld® tantalnitridu,
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nebo tantalhliniknitridu, nebo tantaltitannitridu, nade% se
uzavre privod dusiku a bezprostfedn® nato se po dobu 20 a% 90
%%ggy‘gzprﬁéuje kontaktni vodivéd vrstva sloZené ze skupiny ma-
Lf@ffﬁIEVf%%g%flﬁ%%ﬁik, titan a nikl v atmosféfe argonu, nale?
nésleduje uzavieni privodu argonu a nésledné vychladnuti vsédky
vrstvami opat¥engeh substrdth v napraovaci a vakuové aparatute.
Vy&81 udéinek zpisobu vyroby tenkych vrstev na plochém sub=-
strétu spoéivé pfi pouZiti stejného druhu naprafoveci vakuové
aparatury v podstatném zvySeni pracovni produktivity, kdy ovroti
zndmym vicecyklovym postuplim s trvédnim a% cca 10 hod. dochézi
podle vynéleiu v jednocyklovém postupu aZ k dvoutfetinové udspore
celkového pracovniho Gasu. Dal3i vyhoda spodivd v uUspoPe elek-
trickgé energie plynouci ze zkrdceného pracovniho postupu a také
ve zvySeni technologické hygieny celkového prgcovniho postupu,
kdy moZnost znedidténi zpracovédvanych substritd pribé&fnou mani-
pulaci kleséd na minimum.
Zplsob vyroby tenkych vrstev na plochém substritu podle
vynélezu bude nésledovné bliZe popsén v prikladovych provedenich:
1. priklad:
Do naprasovaci vakuové aparatury se zaloZi ploché substrity
a aparatura se gvakuujie a vyhrivéd a2 do dosaZeni tlaku 5.10_4Pa
p¥i teplotd 250°C, co¥ Je u zplsobld vyroby tenkych vrstev b&Zny
pracovni postup. Do pracovni polohy se nastavi terd vytvoifeny
Jednim z materidld ze skupiny tantal, titan nebo tantaltiten,
urfeny k napradovéni izoladni vrstvy. Do napraSovaci vakuové
aperatury se napusti kyslik tak, aby tlak stoupl na hodnotu
10™°Pa. Déle se nzpusti do aparatury argon tak, aby celkovy tlak
obou plynt stoupl na hodnotu 10 Pa. Ndsleduje napradovéni izo-
lagni kysliénikové vrstvy. Po uzavieni privodu kyslfiku se nasta-
vi prisludny tlak dusiku v zévislosti na poZadované tloudtee
odporové vrstivy. Celkovy tlek atmosféry argonu a dusiku se upra-
vi ne hodnotu 5.10'2Pa & provede se napraSeni odporové vrstvy
jednim materidlem ze skupiny materidld tantalnitrid, nebo tan-
talhlinfkritrid, nebo tantaltitannitrid. Po napréZeni odporové
vrstvy se privod dusiku uzavie a do pracovni polehy se nastavi

’
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terd z tilanu a preovede se napréZeni adhésni vrstuy titanu
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p¥i tlaku argonu 5.10° Pa. Do pracovni polohy se déle nastavi

niklovy ter¢ a provede se napréd¥eni pIfisludné niklové vrstvy.
Pak se do pracovni polohy nastavi zlaty teré a naprééi se
vrstva zlate rovnd%Z p#i tlaku 5,10 %Pa. Nésleduje uzavieni pr{i-
vody argonu a po vychlazeni zpracovanych substrdtd na teplotu:
120[°C se vsddka z naprafovaci vakuové aperatury vyjme.

2. priklad:

Do naprafovaci gparatury se zaloZ{ ploché substrdty a apa-
ratura se Berpéd za soulasného vyh¥ivédni. Po dosa¥eni tlaku
5.10 4Pa pPi teploté ZbdFC se do napraSovaci vakuové apsratury
vpustl kyslik tak, aby tlak stoupl na hodnotu 10 2Pa. Déle se
do napraSovaci vakuové aparatury nupusti argon tak, aby celkovy
tlak argonu s kysliku stoupl na hodnotu 10"1pa, Ndsleduje napra-
Sovan{ izoladni kyslidnikové vrstvy terdem ze skupiny meteridld
tantal, titsn nebo tentaltitan.

Po uzavreni privodu kysliku se nastavi prislugny tlak du-
siku v zdvislosti na poZadované tloudtce odporové vrstvy. Celko-
vy tlak argonu a dusiku se upravi na 5.10-2Pa a provede se napré-
Zeni odncrové vrstvy jednim materidlem ze skupiny materidll
tantalnitrid, tantalbliniknitrid, nebo tantaltitennitrid. Po na-
préaSeni odporové vrstvy se uzavie pfivod dusiku & do pracovnl
solohy se nestavi terd titenu a provede se naprédeni adhésni
yrstvy titanu pii tlaku 5.10'2Pa, Déle se do pracovni polohy
nestavi tlinikcovy terc a provede se naprifeni hlinikové vrstvy
p¥i tlaku 1.107%
novy terd a neprifi se vrstva titanu p¥i tlsku 5,1C'2Pa. Nésle-
duje nastaveni niklového terte 2 naprdSeni vrstvy niklu pri tla-
"ku 1. 10 lPa. Nakonee se uzavre prlvod srgonu a po vychlazeni
zpracovanych substratd pod 10C °C se vsadka z napradcvaci vakuové

Pa. Pak se ondt nastavi do sracovni polohy tita-

aparatury vyjme.
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Zptisob vyroby tenkych vrstev na plochém substratu,

zejména pro tenkovrstvé hybridni integrované obvody, s pouZi-~
tim napradovaci vakuové aparatury, kde zdkladni krok tvori

a2ktivni naprafovéni kyslidnik® tentalu nebo titanu, neb? je-
chk kombinac{ v atmosféte argonu a kysliku, vyznaleny tim,
Ze po vytvoreni kysliénikové izoladni vrstvy se uzavie privod
kysliku do napréicvaci vakuové aparatury, do kter¢ se bezpro-
stfedné vpoudtl dusik a v atmosféte argonu a dusiku se na kys-
li¢nikevou izoladni vrstvu navraduje po dobu 1 &% 5 minut odpo=
rové vrstva jednoho materidlu ze skupiny tantalnztrldu, nebo
tantalhlinfknitridu, nebo tantaltitannitridu, nade% se uzavre
pfivod dusiku & bezprost¥ednd nato se po dobu 20 a% 9C minut
napraduje kontaktni, volivd vrstva slo¥ensd ze skupiny masterigla
titan, nikl, zlatc, nebo titan, hlinfk, titan a nikl v atmosfé-
Ye argonu, nade? nésleduje uzavieni pFfivodu argonu & ndsladné
vychladnuti vesddky vrotvami opatPenych substrétt v naprasovac{

a vakuové anuratule.
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